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ナノ構造体である SiC ナノチューブ(SiCNTs)は、量子サイズ効果によって発光効率が増大することが

期待される。しかしながら、SiCNTs はファンデルワールス力によって凝集しやすく、凝集するとナノチュー

ブ間のキャリア移動により発光を示さなくなる[1]。我々はこれまでに、SiCNTs の分散に界面活性剤が有

効であること、分散性の向上に伴い発光が増大することを示してきた[2]。しかしながら界面活性剤が

SiCNTs の発光と同じエネルギーでも発光するため、SiCNTs のみの発光を検出することが難しかった。そ

こで我々は、励起レーザー波長を変えて界面活性剤からの発光を抑えることで、SiCNTs由来の発光スペ

クトルの同定を行った。 

本研究で用いた試料は、Si 粉末とカーボンナノチューブを真空中で 1200°C、100 時間熱反応させて

作製した C-SiCNTs に対して、大気中で 800°C、4 時間のアニールを施すことでカーボン層を取り除いた

SiCNTs である[3]。界面活性剤にはコール酸ナトリウム(SC)を用い、これを純水に溶かして使用した。SC

溶液に SiCNTs を加えた後、プローブ型超音波拡散器を用いて SiCNTs に界面活性剤を作用させた。そ

の後、遠心分離を行ない、その上澄みの溶液を石英基板上

に滴下させた。フォトルミネッセンス測定の結果を Fig. 1に示

す。比較のため SiCNTsを含まない SC溶液の発光測定も行

なっている。Fig. 1(a)は励起波長 405 nmにおける測定結果

であり、SC溶液は 2.5 eV付近で発光することがわかった(青

実線)。一方で、SiCNTｓを分散させた方は、2.2 eV 付近にも

発光帯が観測された(赤実線)。これが SiCNTsに由来する発

光と考えられる。励起波長 532 nmで励起すると、SC溶液自

体からの発光は観測されず、SiCNTs に由来する発光帯の

みが観測された。励起波長を 532 nm にすることで SC 溶液

からの発光を抑えられ、SiCNTｓのみの発光特性が評価でき

ることが分かった。 
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Fig.1 PL spectra of SiCNTs in SC 

solution and only SC solution under 

excitation wavelength of (a) 405 nm and 

(b) 532 nm. 

532 nm. 
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